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Fe2O3 (кривые 1 и 3), TiO2 ( кривые 1 и 4), WO3 (кривые 1 и 5), UO2 (NO3) 2-5 мас.% LiOH 

(кривые 1 и 6) и UO2 (NO3) 2 (кривые 1 и 7). Спектры нормированы (Eex = 4,66 эВ). 

 

Как видно из представленных результатов, для легирующих примесей Li, Ti, Fe, W и U 

положение пика полосы излучения в кристалле LiF составляет от 3,1 до 2,35 эВ, в то время 

как длительность затухания ФЛ колеблется от 380 до 25 мкс при 300 К (кр.4). Долгоживущий 

излучательный переход в диапазоне 3−2,6 эВ относится к комплексу примесей, 

включающему ионы О
2-
, поливалентный катион активации и либо катионные, либо 

анионные вакансии в зависимости от числа ионов О
2-
, координированных с Меj

n+
. 
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Целью настоящего исследования является получение нанокристаллов CdTe методом 

электрохимического осаждения в трековый темплэйт a-SiO2/Si -n.  

CdTe - прямозонный полупроводник группы A
II
B

VI
 с Eg = 1,49 эВ при 300 K[1]. Как 

известно, теллурид кадмия относится к материалам, наиболее подходящим для создания 

солнечных элементов [2]. Это обусловлено шириной запрещенной зоны, близкой к 

оптимальному значению, а также большим коэффициентом поглощения света во всем 

спектральном диапазоне фоточувствительности [3]. 

Развитие полупроводниковой техники требует создания оптоэлектронных приборов, 

работающих в широком спектральном диапазоне от инфракрасной до ультрафиолетовой 

области. Соединения A
2
B

6
 и твердые растворы на их основе как материалы с собственным 

поглощением, высокой фоточувствительностью, относительно высокой подвижностью, 

возможностью управления их характеристиками являются перспективными в этом плане [4]. 

В настоящее время значительные усилия направлены на синтез и исследование 

нанокластеров в трековых темплэйтах SiO2/Si [5,6]. В нашей работе мы в качестве 

нанопористых шаблонов использовали данный трековые темплейты.  Трековый темплэйт а-

SiO2/Si-n был получен облучением ионами ксенона с энергией 200 МэВ, с флюенсами 10
7
–

10
8 
ионов/см

2
[7-9]. Химическое травление образцов SiO2/Si проводилось при комнотной 
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ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜ 4 % ɜɨɞɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ HF, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɬɪɚɜɢɬɟɥɹ ɜɯɨɞɢɥ m(Pd)=0,025 ɝ. 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɫɚɠɞɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɤɚɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɚ JSM 7500F. Ȼɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɧɚɧɨɤɚɧɚɥɵ ɢɦɟɸɳɢɟ ɮɨɪɦɭ ɭɫɟɱɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɭɫɚ, 
ɞɢɚɦɟɬɪɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɨɬ 200 ɞɨ 350 ɧɦ. ɗɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɚɠɞɟɧɢɟ CdɌe ɜ 

ɬɟɦɩɥɷɣɬ n-ɬɢɩɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɝɨ ɢ ɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɛɵɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ 
ɪɟɠɢɦɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚɯ – 1,5 ȼ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 10 ɦɢɧɭɬ. 

Ⱦɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɚɠɞɟɧɢɹ (ɗɏɈ) CdTɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ: 
1) 1Ɇ CdSO4 + 1mM TeO2. CdSO4 ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɣ ɜ ɜɨɞɟ, TeO2 – ɜ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ 

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ pH = 2; 
2) 1Ɇ CdCl2 + 1mM TeO2. CdCl2 ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɣ ɜ ɜɨɞɟ, TeO2 – ɜ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ 

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ pH = 2. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɋɗɆ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɫɥɟ 

ɨɫɚɠɞɟɧɢɹ. 
 

 

 

                                   ɚ)                                                                              ɛ) 
 

Ɋɢɫɭɧɨɤ 1–. ɋɗɆ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɟɦɩɥɷɣɬɚ n-ɬɢɩɚ ɩɨɫɥɟ ɗɏɈ CdɌe. 
ɚ) ɫɭɥɶɮɚɬɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɪɢ U= 1,5 ȼ, t= 10 ɦɢɧ., ɛ) ɯɥɨɪɢɞɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɪɢ U= 1,5 ȼ t= 5 

ɦɢɧ. 
 

Ⱦɥɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚɧɨɤɥɚɫɬɟɪɨɜ CdTe ɛɵɥ ɜɵɩɨɥɧɟɧ 
ɪɟɧɬɝɟɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɚɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ 
CdTe ɫ ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ P63mc(186). 

Ɋɟɧɬɝɟɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɦ ɞɢɮɪɚɤɬɨɦɟɬɪɟ D8 ADVANCE 

ECO ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɣ ɬɪɭɛɤɢ ɫ Cu-ɚɧɨɞɨɦ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɭɝɥɨɜ 2ș 30°-110° ɫ 
ɲɚɝɨɦ 0.01. 

ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2 ɢ 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɢɟ ɞɢɮɪɚɤɬɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɢɡ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɝɨ ɢ ɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɋɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɢɟ ɞɢɮɪɚɤɬɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɪɚɡɰɨɜ 

 CdTe ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢɡ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 

 

 

Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ɋɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɢɟ ɞɢɮɪɚɤɬɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɪɚɡɰɨɜ 

CdTe ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢɡ ɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 

 

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɹɱɟɣɤɢ ɞɥɹ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ: ɚ=4.51185 Ⱥ, 
ɫ=7.40234Ⱥ; ɞɥɹ ɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɚ=4.53445 Ⱥ, ɫ=7.43525 Ⱥ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɯɥɨɪɢɞɧɨɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɹɱɟɣɤɢ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɜ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɦ. Ɉɬɠɢɝ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 
100

0ɋ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɱɚɫɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɹɱɟɣɤɢ ɚ=4.51015Ⱥ, 
ɫ=7.40214 Ⱥ ɞɥɹ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ, ɞɥɹ ɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ ɚ=4.52033Ⱥ, 
ɫ=7.42212 Ⱥ. ɇɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɧɚɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɬɨɜ ɫ 11,19 ɧɦ ɞɨ 10,15 ɧɦ 
ɞɥɹ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɝɨ ɢ ɞɥɹ ɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɧɚɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɬɨɜ ɫ 
11.24 ɧɦ ɞɨ 18,24 ɧɦ. Ⱦɥɹ ɨɛɨɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɨɜ ɨɬɠɢɝ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ 45,1% ɞɨ 51,2% ɞɥɹ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɝɨ ɢ ɞɥɹ ɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬ ɛɨɥɟɟ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫ 54,5% ɞɨ 72,6%. 

Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɢ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɝɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɬɟɥɥɭɪɢɞɚ ɤɚɞɦɢɹ ɝɟɤɫɚɝɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ.  

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɧɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ AP05134367 «Cɢɧɬɟɡ ɧɚɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɜ 

ɬɪɟɤɨɜɵɯ ɬɟɦɩɥɷɣɬɚɯ SiO2/Si ɞɥɹ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ, ɧɚɧɨ - ɢ ɨɩɬɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ». 
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AB INITIO ɊȺɋɑȿɌ ɈɉɌɂɑȿɋɄɂɏ ɋȼɈɃɋɌȼ ɇɈȼɕɏ ɇȿɃɌɊȺɅɖɇɕɏ 
ȽȿɄɋȺɄɈɈɊȾɂɇȺɐɂɈɇɇɕɏ ɄɈɆɉɅȿɄɋɈȼ Si(bzimpy)2 
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ 

Ƚɟɤɫɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ Si(ligand)2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɦɧɨɝɨɨɛɟɳɚɸɳɢɣ 
ɧɨɜɵɣ ɤɥɚɫɫ ɯɟɥɚɬɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. 
Ȼɨɝɚɬɨɟ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɞɢɚɧɢɨɧɧɵɯ ɤɥɟɲɧɟɜɢɞɧɵɯ ɥɢɝɚɧɞɨɜ, ɞɨɥɠɧɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɹɞ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɞɥɹ ɫɥɨɟɜ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɰɢɢ[1]. 

ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɝɟɤɫɚɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɯ ɤɪɟɦɧɢɟɜɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɯɟɥɚɬɢɪɭɸɳɢɟ ɥɢɝɚɧɞɵ N ɢɥɢ O, ɚ ɛɢɩɢɪɢɞɢɧɨɜɵɣ ɥɢɝɚɧɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɯɨɪɨɲɨ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɢ ɜɚɠɧɵɦ ɥɢɝɚɧɞɨɦ ɞɥɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɝɟɤɫɚɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɯ ɤɪɟɦɧɢɟɜɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ[2]. 

Ɍɚɤɠɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɨɜɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɧɨɜɵɯ ɧɢɡɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɫɬɨɣɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ. ɐɟɧɬɪ 
ɱɟɬɵɪɟɯɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɤɪɟɦɧɢɹ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ Si(ligand)2, 

ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɞɜɭɯ ɞɢɚɧɢɨɧɧɵɯ ɤɥɟɳɟɜɢɞɧɵɯ ɥɢɝɚɧɞɨɜ. Ɍɚɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɢɡɤɢɣ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɣ ɜɟɫ, ɧɢɡɤɢɟ ɞɢɩɨɥɶɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɤɥɟɲɧɟɜɢɞɧɨɝɨ ɥɢɝɚɧɞɚ[3]. 
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